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본 연구에서는 Si wafer(100)을 기판으로 하여, thermal evaporator를 이용하여 Al 을 증착한 뒤 양극 

산화법에 의해 다공성 알루미나 막을 만들었다. 이 때 양극 산화시간과 구멍 넓힘 시간을 달리하였다. 

제작된 다공성 알루미나 막은 SEM, AFM 및 reflectance interference spectroscopy 분석을 하였다.  
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